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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に、入力および出力パッドをそれぞれ別個に有するスイッチを複数形成す
る第１ステップと、
　複数の前記入力パッドまたは前記出力パッドのうちの少なくとも一部を選択し、該選択
した前記入力パッド同士または前記出力パッド同士を電気的に共通に選択する複数のパタ
ーンと、前記入力パッドまたは前記出力パッドのすべてを共通に接続するパターンと、前
記スイッチをすべて独立して外部に接続するパターンとから、少なくとも一つのパターン
を品種の選択命令によって選択し、該選択したパターンでワイヤボンディングをなす第２
ステップとを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話等の通信装置において送信信号および受信信号を処理する半導体装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、１台の携帯電話機内に２つ以上の送受信系を搭載するマルチバンド方式を採用し
た携帯電話機が提案されている。マルチバンド方式の携帯電話は、地域性や使用目的等に
合った送受信系を選択して送受信することができるようにした利便性の高い機器として期
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待されている。例えば、欧州では、既に、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ 
Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）方式とＤＣＳ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｅｌｌ
ｕｌａｒ Ｓｙｓｔｅｍ）方式とに対応可能な携帯電話が全域で普及している。
【０００３】
　このようなデュアルバンド方式の携帯電話では、高周波数帯域の信号と、低周波数帯域
の信号とに分離するダイプレクサと、このダイプレクサに接続したスイッチとを備えてい
る（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　図１４を参照しながらスイッチの構成を説明する。スイッチ５２は、ダイプレクサ５１
によって分離された周波数帯域ごとに設けられ、各周波数帯域での信号の送受信を切り替
える。スイッチの一例として、２つのＳＰ４Ｔ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｏｌｅ　４　Ｔｈｒｏ
ｕｇｈ）５３、５４を１チップにした構成を図９に示す。ＳＰ４Ｔスイッチ５３、５４は
、１入力４出力のスイッチであって、信号を送信する時には、送信用の出力端子を入力端
子に接続して、図９に示すダイプレクサ５１側に出力する。また信号を受信する時には、
受信用の出力端子を入力端子に接続して、ダイプレクサ５１から入力した信号を選択した
出力端子に接続する。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－８７１５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、スイッチ回路は、顧客からの要求に応じて出力端子数の振り分けを変更
することがある。例えば、上述した（ＳＰ４Ｔ＋ＳＰ４Ｔ）の構成だけでなく、（ＳＰ３
Ｔ＋ＳＰ５Ｔ）や（ＳＰ５Ｔ＋ＳＰ３Ｔ）といった構成のスイッチが必要になる。このよ
うなスイッチを半導体チップに形成する場合には、１種類ごとにチップパターン（マスク
パターン）が必要となるので、３つのチップパターン（マスクパターン）が必要になる。
このため、１種類につき１つのチップパターンを形成するため、チップ形成のプロセス工
数や複数のチップパターン（マスクパターン）を形成することによる部材費が増大すると
いう問題が発生する。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、製造が容易で安価な半導体装置の製造
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に、入力および出力パッドをそれぞれ
別個に有するスイッチを複数形成する第１ステップと、複数の前記入力パッドまたは前記
出力パッドのうちの少なくとも一部を選択し、該選択した前記入力パッド同士または前記
出力パッド同士を電気的に共通に選択する複数のパターンと、前記入力パッドまたは前記
出力パッドのすべてを共通に接続するパターンと、前記スイッチをすべて独立して外部に
接続するパターンとから、少なくとも一つのパターンを品種の選択命令によって選択し、
該選択したパターンでワイヤボンディングをなす第２ステップとを有している。このよう
に本発明は、共通接続する入力パッドまたは出力パッドを選択して、外部で電気的に接続
することができるので、その半導体装置が搭載される装置の仕様に応じたスイッチを簡単
にしかも安価に製造することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明は、製造が容易で安価な半導体装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　添付図面を参照しながら本発明の最良の実施例を説明する。
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【実施例１】
【００２６】
　まず、図１を参照しながら本実施例の構成を説明する。図１に示すように本実施例の半
導体装置１は、入出力される信号を分波するダイプレクサ２と、信号の入出力先を切り替
えるスイッチ回路３とを有している。ダイプレクサ２とスイッチ回路３とは１つの実装基
板８内に搭載されている。ダイプレクサ２は図１に示すように実装基板８の実装基板端子
７と、ボンディングワイヤ５によって接続を取り、外部装置に接続している。スイッチ回
路３もボンディングワイヤ５によって実装基板８の実装基板端子７やコントロール端子６
に接続され、外部装置に接続している。
【００２７】
　ダイプレクサ２は、図１に示すようにハイパスフィルタ２１と、ローパスフィルタ２２
とを備えている。ハイパスフィルタ２１は、例えば、１．５ＧＨｚ以上の高周波信号を通
過させる。ローパスフィルタ２２は、例えば、１ＧＨｚ以下の低周波信号を通過させる。
ハイパスフィルタ２１又はローパスフィルタ２２を通過した信号は、スイッチ回路３に入
力される。
【００２８】
　スイッチ回路３は、１つのチップ上に形成され、ダイプレクサ２や外部装置とボンディ
ングワイヤによって電気的に接続している。チップ内の周辺部に配置したボンディング用
パッド４と、実装基板８のコントロール端子６や実装基板端子７とはボンディングワイヤ
で接続している。コントロール端子６は、スイッチ回路３の動作を制御する信号を入力す
る端子である。また実装基板端子７は、半導体装置１の信号入出力となる端子である。な
お、本実施例では、ダイプレクサ２とスイッチ回路３との接続はボンディングワイヤによ
って行なっているが、実装基板８上に配線した配線パターンによって接続することもでき
る。
【００２９】
　スイッチ回路３の詳細な構成を図２を参照しながら説明する。スイッチ回路３には、１
つの入力パッド１６と、ｎ（ｎは正の整数）個の出力パッド１７とを備えたスイッチが複
数設けられている。図１に示す実施例では、出力パッド１７を３つ備えたＳＰ３Ｔスイッ
チ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｐｏｌｅ Ｔｒｉｐｌｅ Ｔｈｒｏｗ）、１０、１３と、出力パッド１
７を１つ備えたＳＰＳＴスイッチ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｏｌｅ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｔｈｒｏｕ
ｇｈ）１１、１２とがそれぞれ２つずつ設けられている。
【００３０】
　各スイッチ１０、１１、１２、１３の入力パッド１６と、出力パッド１７とは、トラン
ジスタ１８によってつながれている。トランジスタ１８のゲートには抵抗１９を介してデ
コード回路１５が接続されている。デコード回路１５は、図２に示すようにスイッチ回路
と同じチップ内に作り込んでもよいし（１つのチップに集積化する）、スイッチ回路３の
外部に設けてもよい。１つのチップに集積化することでプロセスを共通にすることができ
る。また、外部に設ける場合には、デコーダ回路１５とスイッチを別々の材料で形成する
こともできる。例えば、デコーダをＳｉで形成し、スイッチはＧａＡｓで形成する。
【００３１】
　ＳＰ３Ｔスイッチ１０とＳＰ３Ｔスイッチ１３とは、高周波信号用のスイッチと、低周
波信号用のスイッチとに分けられている。ＳＰ３Ｔスイッチ１０は、ハイパスフィルタ２
１を通過した信号を入力して、所定の出力パッド１７に信号を出力するようにスイッチン
グを行なう。ＳＰ３Ｔスイッチ１３は、ローパスフィルタ２２を通過した信号を入力して
、所定の出力パッド１７に信号を出力するようにスイッチングを行なう。
【００３２】
　ＳＰＳＴスイッチ１１、１２は、システムの仕様に応じてハイパスフィルタ２１を通過
した高周波信号の処理用に設定することができ、またローパスフィルタ２２を通過した低
周波信号の処理用にも設定することができる。チップ上にＳＰ３Ｔ１０，１３、ＳＰＳＴ
１１，１２のチップパターンを作成した後に、システム仕様に応じてＳＰＳＴ１１，１２
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を接続するダイプレクサ２の出力端子を決定してボンディングワイヤによって接続する。
図１に示す出力端子２３に接続することでハイパスフィルタ２１を通過した高周波信号を
処理するスイッチとすることができ、出力端子２４に接続することでローパスフィルタ２
２を通過した低周波信号を処理するスイッチとすることができる。図１に示す配線設計で
は、ＳＰＳＴスイッチ１１は、ハイパスフィルタ２１の出力端子２３に接続し、ＳＰＳＴ
スイッチ１２は、ローパスフィルタ２２の出力端子２４に接続している。すなわち、高周
波信号の処理用と、低周波信号の処理用とでスイッチの数を同数に設定している。
【００３３】
　また、図３に示す配線接続例では、ＳＰＳＴスイッチ１１、１２を共にいずれか一方の
信号処理用に設定している。図３（Ａ）では、ＳＰ３Ｔ１０と、ＳＰＳＰＴ１１と、ＳＰ
ＳＴ１２とをハイパスフィルタ２１の出力端子２３に接続し、高周波信号の処理用に設定
している。このとき低周波信号の処理用にはＳＰ３Ｔ１３だけが設定されている。また、
図３（Ｂ）では、ＳＰ３Ｔ１３と、ＳＰＳＰＴ１１と、ＳＰＳＴ１２とをローパスフィル
タ２２の出力端子２４に接続し、低周波信号の処理用に設定している。このとき高周波信
号の処理用にはＳＰ３Ｔ１１だけが設定されている。
【００３４】
　また上述した以外の構成として、例えば図４（Ａ）に示すように入力パッド同士または
出力パッド同士をワイヤ６１で互いに共通接続する構成、図４（Ｂ）に示すように入力パ
ッドまたは出力パッドと、実装基板８又はパッケージの１つのリード６０とをワイヤで接
続する構成、図４（Ｃ）に示すように実装基板８上に半導体装置を実装し、実装基板８の
リード６０を共通接続する構成などが挙げられる。
【００３５】
　さらに、別の構成では、図５に示すように入力パッド同士又は出力パッド同士の少なく
とも一部を内部配線６２で共通接続する。加えて、その入力パッド又は出力パッドのうち
いずれか一つを外部で接続する。入力パッド又は出力パッドを外部接続する場合には、図
６（Ａ）に示すように入力パッドまたは出力パッドに接続したワイヤを、実装基板８の電
極７０に接続し、この電極７０とリード６０とを接続する構成、図６（Ｂ）に示すように
入力パッドまたは出力パッドとリード６０とをワイヤで接続する構成、図６（Ｃ）に示す
ように入力パッドまたは出力パッドとリード６０とを実装基板８の電極７０で接続する構
成などが挙げられる。なお、この構成で用いる実装基板８のリード６０には、図６（Ｂ）
に示すように接続されないものもあるが、実装基板８は、例えば、リード６０それぞれに
接続される構成において使用できる。つまり、共通に実装基板８を使用できる。
【００３６】
　図７にデコード回路１５の詳細な構成を示す。デコード回路１５は、図７に示すように
電圧信号Ｖ１，Ｖ２とセレクト信号とによってオンさせるスイッチを選択するものである
。デコード回路１５は、図７に示すようにインバータ８１Ａ，８１Ｂと、ＮＯＲゲート８
２Ａ～８２Ｄと、ＡＮＤゲート８３Ａ～８３Ｇと、ＯＲゲート８４Ａ～８４Ｃとを備えて
いる。このような構成のデコード回路１５で、図８（Ａ）に示すＳＰＳＴスイッチ３つを
選択する場合の電圧信号とセレクト信号との論理を図８（Ｂ）に示す。また、図９（Ａ）
に示すＳＰＳＴスイッチと、ＳＰ２Ｔスイッチとを選択する場合の、電圧信号とセレクト
信号との論理を図９（Ｂ）に示す。なお、デコード回路１５は、図７に示すものに限定さ
れるものではなく、スイッチの構成に応じて変更することができる。
【００３７】
　このように本実施例は、複数のスイッチを形成し、選択的に、スイッチの入力パッドま
たは出力パッドを共通に接続している。すなわち、同一パターンのスイッチを複数形成し
ておいて、入力パッド同士または出力パッド同士の少なくとも一部を電気的に接続する組
み合わせの異なるパターンを複数設ける。または共通に接続するパターンとスイッチをす
べて独立して外部に接続するパターンとを設ける。共通に接続するパターンとはスイッチ
の全てのパッドを共通に接続することである。また入力パッド同士または出力パッド同士
の少なくとも一部を電気的に共通に接続する組み合わせの異なる複数のパターンとは、ス
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イッチの一部は共通に接続し、残りは外部と接続するものである。このようにして、仕様
に応じてスイッチの構成を変更することができる。このため同一パターンのスイッチを形
成すればよいので、製造が容易で安価なスイッチを備えた半導体装置とすることができる
。
【００３８】
　また、半導体チップ上に同一のマスクパターンでスイッチを形成し、入力パッドまたは
出力パッドを共通に接続するスイッチの組み合わせを変更することで、仕様に応じたスイ
ッチ構成とすることができる。従って、製造が容易で安価な高周波スイッチとすることが
できる。
【００３９】
　ここで、図１０のフローチャートを参照しながら半導体装置の第１の製造手順を説明す
る。まず、実装基板８上に入力及び出力パッドをそれぞれ別個に有するスイッチを複数形
成する（ステップＳ１）。次に、複数のスイッチの配線パターンを選択する（ステップＳ
２）。配線パターンには、複数の入力パッドまたは出力パッドのうちの少なくとも一部を
選択し、選択した入力パッド同士または出力パッド同士を電気的に共通に選択するパター
ンと、入力パッドまたは出力パッドのすべてを共通に接続するパターンと、スイッチをす
べて独立して外部に接続するパターンとがある。なお、一部を選択して共通に接続するパ
ターンは、選択する入力パッドまたは出力パッドに応じて複数備えられている。配線パタ
ーンを選択すると、選択したパターンでワイヤボンディングを行ない入力パッドまたは出
力パッドをワイヤで接続する（ステップＳ３）。このとき、実装基板８のリードと入力パ
ッド、出力パッドもワイヤで接続される。
【００４０】
　次に、図１１のフローチャートを参照しながら半導体装置の第２の製造手順を説明する
。まず、実装基板８上に複数のスイッチを形成する（ステップＳ１０）。このスイッチは
、図２に示すトランジスタと抵抗とを有している。次に、マスクパターンを選択する（ス
テップＳ１１）。マスクパターンには、複数の入力パッドまたは出力パッドのうちの少な
くとも一部を選択し、選択した入力パッド同士または出力パッド同士を電気的に共通に選
択する内部配線パターンを有する複数のマスクと、入力パッドまたは出力パッドのすべて
を共通に接続する内部配線パターンを有するマスクと、スイッチをすべて独立して外部に
接続する内部配線パターンのマスクとがある。品種の選択命令に従ってマスクパターンを
選択すると、選択したマスクを用いて該当する内部配線パターンを形成する（ステップＳ
１２）。なお、内部配線のマスクが複数設けられる場合、そのマスクは素子同士を接続す
る配線パターンのマスクでもよいし、パッドの形成工程でパッドのパターンを形成するマ
スクであってもよい。パッドのマスクに本発明の内部配線パターンが設けられる場合、パ
ッドの形成とパッド間を接続する本発明の内部配線の形成は同時になる。
【００４１】
　なお、本実施例では、１つの実装基板８内にダイプレクサ２とスイッチ回路３とを設け
ているが、図１２に示すようにスイッチ回路３を設けた実装基板８の外にダイプレクサ２
を設けてもよい。このような構成の場合、スイッチ１０、１１、１２、１３の入力パッド
と、ダイプレクサ２の出力端子２３、２４とは直接接続されるのではなく、実装基板８の
実装基板端子７を介して接続している。実装基板端子７とダイプレクサ２のインターフェ
ース端子とは配線１４で接続される。
【００４２】
　また、スイッチ回路３のスイッチの構成は、図１に示す実施例の構成に限定されるもの
ではない。例えば、図１３（Ａ）に示すスイッチ回路３は、８個のＳＰＳＴスイッチだけ
でスイッチ回路３を構成している。図１３（Ａ）では、両端３つずつのＳＰＳＴスイッチ
を高周波信号用と、低周波信号用とにそれぞれ固定し、真ん中の２つを高周波信号用と低
周波信号用とで切り替え可能な構成としている。
【００４３】
　また、図１３（Ｂ）に示すスイッチ回路３は、４個のＳＰＤＴ（（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｏ
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ｌｅ　Ｄｏｕｂｌｅ　Ｔｈｒｏｕｇｈ）によって構成している。図１３（Ｂ）では、両端
のＳＰＤＴスイッチを高周波信号用と、低周波信号用とにそれぞれ固定し、真ん中の２つ
のＳＰＤＴスイッチを高周波信号用と低周波信号用とで切り替え可能な構成としている。
【００４４】
　さらに、上述した実施例では、ＳＰ８Ｔスイッチと同等となるなるように各スイッチの
出力端子数の合計を８個としているが、出力端子数は８個に限定されるものでもはなく、
例えば、６個や１０個であってもよい。
【００４５】
　なお、上述した実施例は本発明の好適な実施の例である。但し、これに限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変形実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】高周波スイッチの構成を示す図である。
【図２】スイッチ回路３の構成を示す図である。
【図３】ダイプレクサ２とスイッチ回路３との接続構成を示す図である。
【図４】入力パッド又は出力パッドの一部を共通接続した構成を示す図である。
【図５】入力パッド又は出力パッドの一部を共通接続した構成を示す図である。
【図６】入力パッド又は出力パッドの一部を共通接続した構成を示す図である。
【図７】デコード回路の構成の一例を示す図である。
【図８】（Ａ）は、スイッチとして３つのＳＰＳＴスイッチを設けた構成を示す図であり
、（Ｂ）は、各スイッチを選択するデコード回路の信号を示す図である。
【図９】（Ａ）は、スイッチとしてＳＰＳＴスイッチとＳＰＤＴスイッチとを設けた構成
を示す図であり、（Ｂ）は、各スイッチを選択するデコード回路の信号を示す図である。
【図１０】製造工程を示すフローチャートである。
【図１１】製造工程を示すフローチャートである。
【図１２】スイッチ回路３を搭載した実装基板の外にダイプレクサを設けた構成を示す図
である。
【図１３】スイッチ回路３の他の構成を示す図である。
【図１４】従来のスイッチの構成を示す図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１　高周波スイッチ　　　　　　　　２　ダイプレクサ
　３　スイッチ回路　　　　　　　　　４　ボンディング用パッド
　５　ボンディングワイヤ　　　　　　６　コントロール端子
　７　パッケージ端子　　　　　　　　８　パッケージ
　１０，１３　ＳＰ３Ｔ　　　　　　　１１，１２　ＳＰＳＴ
　１５　デコード回路　　　　　　　　１６　入力端子
　１７　出力端子　　　　　　　　　　１８　トランジスタ
　１９　抵抗　　　　　　　　　　　　２１　ハイパスフィルタ
　２２　ローパスフィルタ　　　　　　２３、２４　出力端子
　３０　アンテナ　　　　　　　　　　３１　ＲＦ部
　３２　ＩＦ部　　　　　　　　　　　３３　ベースバンド部
　３４　入出力部　　　　　　　　　　４１　周波数混合器
　４２　帯域通過フィルタ　　　　　　４３　増幅器
　４４　電力増幅器　　　　　　　　　４５　低雑音増幅器
　４６　帯域通過フィルタ　　　　　　４７　周波数混合器
　４８　中間周波数増幅器
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】
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